PCT/DEOO/02491 



ENT COOPERATION TREAl 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 

i^C A r^lJAM#^II 

KJr A UnAIMiab 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

EISENFUHR, SPE 
Pacelliallee 43/4! 
14195 Berlin 
ALLEMAGNE 


0 5. Nov. 2081 


Date of mailing (day/month/year) 
25 October 2001 (25.10.01) 


Applicant's or agent's file reference 

IHP.185.PCT t3 yt^S^ 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 

PCT/DEOO/02491 


International filing date (day/month/year) 
28 July 2000 (28.07.00) 



1. The following indications appeared on record concerning 

I I the inventor 



the applicant 



I I the agent [ | the common representative 



Name and Address 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK 
FRANKFURT (ODER) GMBH 
Inn Technologiepark 25 
D-1 5236 Frankfurt (Oder) 
Germany 



State of Nationality 
DE 



State of Residence 
DE 



Telephone No. 



Facsimile No. 



Teleprinter No. 



2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 



□ 



the person 



X 



the name | | the address [ | the national 



ity 



□ th 



e residence 



Name and Address 

IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH 

PERFORMANCE MICROELECTRONICS/INSTITUT FUR 

INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 

Im Technologiepark 25 

D-1 5236 Frankfurt (Oder) 

Germany 



State of Nationality 
DE 



State of Residence 
DE 



Telephone No. 



Facsimile No. 



Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary: 



4. A copy of this notification has been sent to: 
I X| the receiving Office 
[ I the International Searching Authority 

I X I the International Preliminary Examining Authority 



I I the designated Offices concerned 
I X| the elected Offices concerned 

□ 



other: 





The International Bureau of WlPO 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

Jocelyne REY-MILLET^^^^^ 
Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/306 (March 1994) 



004402719 



PATENT COOPERATION TREAT 



wo 01/17002 
PCT/DEOO/02491 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE 
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL 
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 

(PCT Rule 47.1(c), first sentence) 


To: 

HEITSCH, Wo 
Europaischer 
Gohlsdorfer S 
D-14778 Jeser 
ALLEMAGNE 


Ifgang 

Patentvertreter 
trasse 25 g 

ig- 

E i n g e g a n g a n 

1 6, m.. 'mil 

P a X e P. t a n w a i A • 
'VV . Hsitsch / \ 




Date of mailing (day/month/year) 
08 March 2001 (08.03.01) 


Applicant's or agenf s file reference 
IHP.185.PCT 


IMPORTANT NOTICE 




International application No. 
PCT/DEOO/02491 


International filing date (day/month/year) 

28 July 2000 (28.07.00) 


Priority date (day/month/year) 

26 August 1999 (26.08.99) 


Applicant 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMBH etal 



I — ■ 

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the International application 
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: 
US 



In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that 
the communication of the International application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy 
of the International application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s). 

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time: 
EPJP 



The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the 
applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1 (a-bis)). 

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 
08 March 2001 (08.03.01) under No. WO 01/17002 



REMINDER REGARDING CHAPTER 11 (Article 31(2)(a) and Rule 54.2) 

If the applicant wishes to postpone entry Into the national phase until 30 months (or later In some Offices) from the priority 
date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary 
Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date. 

It Is the applicant's sole responsibility to monitor the 1 9-month time limit. 

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the 
right to file a demand for international preliminary examination. 



REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1)) 

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months 
or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office. 

For further important Information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the 
Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide. 



7h International Bureau of WIPO 


Authorized officer 


34, ch min des Colombettes 


J. Zahra 


1211 Geneva 20, Switzeriand 


Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Telephone No. (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/308 (July 1996) 3870766 



wo 01/17002 
PCT/DEOO/02491 

Continuation of Form PCT/iB/308 

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF 
THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 



Date of mailing (day/month/year) 
08 March 2001 (08.03.01) 



IMPORTANT NOTICE 



Applicant's or agent* s file reference 
IHP.185.PCT 



International application No. 

PCT/DEOO/02491 



The applicant is hereby notified that at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making 
amendments under Article 19 has not yet expired and the International Bureau had received neither such amendments nor a 
declaration that the applicant does not wish to make amendments. 



Form PCT/IB/308 (continuation sheet) (July 1996) 



3870766 



VERTRAG OVER DIE INTERNATIONALE ZUSAlWf lENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
IHP.185.PCT 


Vy£lj£fl£3 stehe Mitteilung Qber die Obermlttlung des internatlonalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie. sowelt 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationates Aktenzeichen 
PCT/DE 00/02491 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Mona t/Jahr) 

28/07/2000 


(FrOhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

26/08/1999 


Anmelder 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMB 



Dieser intemationale Recherclienbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSR 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kople wird dem Internationalen Buro Cibermitteit. 

Dieser intemationale Recherchenbericht umfafSt insgesamt _4 Blatter. 

[X] EDaruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der BehOrde eingereichten Obersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. IHInsichtlich der in der internationalen Anmeldung offent>arten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthatten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der BehOrde nachtrSglich In schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der BehGrde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



□ 
□ 



Die ErklSrung, daB das nachtrSglich eingerelchte schriftliche Sequenzprotokoll nlcht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erkldrung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

Pn wird der vom Anmelder eingerelchte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der BehOrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

[ I wird der vom Anmelder eingerelchte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Fassung von der BehOrde festgesetzt. Der 
[aJ Anmelder kann der Behdrde innerhalb etnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 

Recherchen berichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verOffentlichen: Abb. Nr. Ih 



I I wie vom Anmelder vorgeschlagen |^ keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
|X| weit diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/lSA/210 (Blatt 1) (Jul! 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



jmationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02491 



F Id III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die Zusammenf assung ist wie folgt geandert: 

Die Erfindung betrifft eine Schichtstruktur fur bipolare Transistoren und ein 
Verfahren zu deren Herstellung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage her- 
gestellten integrierten Schaltungen. Es soil eine Schichtstruktur fur bipolare 
Transistoren vorgeschlagen werden, mit Hilfe derer die elektrischen Eigenschaf- 
ten und die Homogenitat bipolarer Transistoren verbessert werden. Insbesondere 
soil bei verringerten Emitterubergangswiderstanden das Basis stromverhal ten ver- 
bessert und das Rauschen reduziert werden sowie ein Verfahren zur Herstellung 
von bipolaren Transistoren mit einer solchen Schichtstruktur aufgezeigt werden. 
Erf indungsgemaE wird diese Aufgabe dadurch gelost, dafi die Vertikalstruktur der 
Transistoren eine partiell-einkristalline Emitterschicht (5) enthalt, die ober- 
halb einer epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht in eine polykristalline 

und/oder amorphe Schicht umschlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors 
die partiell-einkristalline Emitterschicht (5) lokal mit dCknnen Oxid-und/oder N 
tridschichten unterlegt ist. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2))(Jun 1998) 



INTERNATIONALE 



CHERCHENBERICHT 



In^^Monales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02491 



A. KLASSIRZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/205 H01L21/331 



Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der natlonalen Ktassiflkation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchieiter MIndestprufstoff (Klassiflkatlonssystem und Klassiflkatlonssymbole ) 

IPK 7 HOIL 



Recherchterte aber nicht zum MindestprQfstoff gehdrende Verdffentlichungen. soweit diese unter die recherchterten Geblete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , INSPEC 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie** Bezeichnung der Ver5rfentlk:hung, soweit erforderflch unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



wo 98 26457 A (HEINEMANN BERND ;LIPPERT 
GUNTHER (DE); INST HALBLEITERPHYSIK FRANK) 
18. Juni 1998 (1998-06-18) 
das ganze Dokument 

WEIR B E ET AL: "LOW-TEMPERATURE 

HOMOEPITAXY ON SI (111)" 

APPLIED PHYSICS LETTERS, US, AMERICAN 

INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, 

Bd. 59, Nr. 2, 8. Jul1 1991 (1991-07-08), 

Seiten 204-206, XP000230501 

ISSN: 0003-6951 

das ganze Dokument 

US 4 563 807 A (SAKAI ET AL.) 
14. Januar 1986 (1986-01-14) 
Spalte 4, Zeile 5-56; Abbildung 3D 

-/-- 



1.2,4,5, 
7,17,18 



1.5 



Weltere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von FeldC zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamllle 



** Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

'A' Veroffentiichung, die den allgemeinen Stand der Technik deflniert. 
aber nicht als besonders t>edeutsam anzusehen 1st 

'E* alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem intematk>nalen 
Anmeldedatum veroffentticht worden 1st 

"L" Veroffentiichung. die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu iassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Verdffentltehung belegt werden 
son Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'C Veroffentiichung, die sich auf eine mundllche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstetlung oder andere MaBnahmen bezieht 

•P' Veroffentiichung. die vor dem intemationalen Anmekiedatum, aber nach 
dem beanspmchten Prioritatsdatum verdffentllcht worden ist 



'T' Spatere VerSffentUchung, die nach dem intemationalen AnmekJedatum 
Oder dem Prioritatsdatum ver6ffentlicht worden ist und mit der 
Anmetdung nicht kollkliert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erflndung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegetTen ist 

•X" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffen1lk:hung nicht als neu oder auf 
erfinderischer TS^tigkeit beruhend betrachtet werden 

•Y' Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann nicht als auf erfinderischer Tdtigkelt beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentiichung mrt einer oder mehreren anderen 
Verdffentlk^hungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese VertTindung fQr einen Faoimann naheliegend ist 

•&' Veroffentiichung, die IWIItglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemattonalen Recherche 



20. Dezember 2000 



Absendedatum des intemattonalen Recherchenberichts 



09/01/2001 



Name und Post an sch rift der tntematnnaJen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoHmachtigter Bediensteter 



Balllet, B 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALE 



CHERCHENBERICHT 



lii^||iionales Aktenzelchen 

PCT/DE 00/02491 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kalegorie^ 


Bezeichnung der Verdffentlicliung, soweiterforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr Anspruch Nr. 


A 


HAMEL J S ET AL: "Trade-off between 


5 




emitter resistance and current gain in 






polysilicon emitter bipolar transistors 






with intentionally grown Interfacial oxide 






1 ayers" 






IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, JUNE 1992, 






USA, 






Bd. 13, Nr. 6, Seiten 332-334, 






XP002156027 






ISSN: 0741-3106 






in der Anmeldung erwahnt 






das ganze Dokument 




A 


LIPPERT G ET AL: "Optimized processing 


5-18 




for differentially molecular beam 






epitaxy-grown SiGe(C) devices" 






PREPARATION AND 






CHARACTERIZATION , NL , ELSEVIER SEQUOIA, 






Bd. 321, Nr. 1-2, 






26. Mai 1998 (1998-05-26), Seiten 21-25, 






XP004147888 






ISSN: 0040-6090 






das ganze Dokument 




A 


ABDUL-RAHIM A I ET AL- "Improved control 


5 




of Dolvsilicon emitter interfacial oxide 

1 \^ I ¥ will 1 1 V» 1 1 1 1 WW Xp» * 1 1 1 W W 1 1 %A 1 %A I /X 1 %^\^ 






using a UHV-compatible LPCVD cluster tool" 






IEEE MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER 






UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND 






SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH PERFORMANCE 






ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND 






OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO (CAT. 






N0.97TH8305), IEEE MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES 






JOINT C, 






Seiten 232-236. XP002156028 






1997, New York, NY, USA, IEEE, USA 






ISBN: 0-7803-4135-X 






das ganze Dokument 




A 


-^AGNELLO P D ET AL: "CONDITIONS FOR AN 


5 




OXIDE-FREE SI SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE 






PROCESSING: STEADY-STATE BOUNDARY" 






JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 






SOCIETY, US, ELECTROCHEMICAL SOCIETY. 






MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE, 






Bd. 139, Nr. 10, 






1. Oktober 1992 (1992-10-01), Seiten 






2929-2934, XP000359004 






ISSN: 0013-4651 






in der Anmeldung erwahnt 






das ganze Dokument 











Formblatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (JuU 1992) 
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INTE 

InfoT 



lONAL SEARCH REPORT 

:\on on patent family members 



In^^Honal Application No 

PCT/DE 00/02491 



Patent documGnt 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


WO 9826457 A 


18-06-1998 


DE 


19652423 


A 


10-06-1998 






DE 


19755979 


A 


10-06-1999 






EP 


0954880 


A 


10-11-1999 



US 4563807 A 14-01-1986 JP 59186367 A 23-10-1984 



Fofm PCT/1SA/210 (patent family annex) {July 1982) 



VERTRAG UBER 



INTERNATIONALE ZUSAMlfTENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



PCX 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
IHP.185.PCT 


siehe Mittellung uber die Ubersendung des Intemationaien 
WEITERES VORGEHEN vorlfiufigen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/02491 


Internationales Anme\6e6a\um(Tag/Mona1/Jahr) 
28/07/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
26/08/1999 


intemationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/205 


Anmelder 

INSTITUT FOR HALBLEITERPHYSIK... et al. 



1 . Dieser Internationale vorlauflge Prufungsbericht wurde von der mit der intemationaien vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dam Anmelder gemdB Artikel 36 Qbermtttett. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 7 Blotter eInschlleBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich urn Blotter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT), 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I ^ Grundlage des Berlchts 



BegrOndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



II 


□ 


III 


□ 


iV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


El 


VIII 


ISI 



Bestimmte MSngel der intemationaien Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
17/03/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
14.12.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationaien vorldufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaiscties Patentamt 

D-80298 MOnchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmgchtigter Bediensteter 
Kusztelan, L 

Tel. Nr. +49 89 2399 2479 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzelchen PCT/DEOO/02491 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der Internationalen Anmeldung {Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artiket 14 hin vprgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 and 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 " ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-18 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben Ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde In der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingerelchte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftllchen 
Sequenzprotokoll entsprechen. wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



iNTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02491 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ DIeser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden. da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststeliung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeliung 

1. Feststeliung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


5-18 




Nein: 


Anspruche 


1-4 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja; 


Anspruche 


5-18 




Nein: 


Anspruche 


1-4 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-18 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIL Bestimmte Mangel der internationalen Anmeidung 



Es wurde festgestellt, daB die internationale Annneldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatl PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: US-A-5051786 

D2: ABDUL-RAHIM A I ET AL: 'Improved control of polysillcon emitter 
Interfacial oxide using a UHV-compatible LPCVD cluster tool' IEEE 
IVITT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT CHAPTER UNITED KINGDOM AND 
REPUBLIC OF IRELAND SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH 
PERFORI\/IANCE ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND 
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO (CAT. NO.97TH8305). IEEE 
MTT/ED/AP/LEO SOCIETIES JOINT C, Seiten 232-236. XP0021 56028 
1997, New York, NY, USA, IEEE. USA ISBN: 0-7803-4135-X 
D3: AGNELLO P D ET AL: 'CONDITIONS FOR AN OXIDE-FREE SI 
SURFACE FOR LOW-TEMPERATURE PROCESSING: STEADY-STATE 
BOUNDARY' JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 
SOCIETY,US.ELECTROCHEMICAL SOCIETY. MANCHESTER, NEW 
HAMPSHIRE. Bd. 139. Nr. 10, 1. Oktober 1992 (1992-10-01). Seiten 2929- 
2934, XP000359004 ISSN: 0013-4651 in der Anmeldung enwahnt 
D4: LIPPERT G ET AL: 'Optimized processing for differentially molecular 
beam epitaxy-grown SiGe(C) devices' PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION.NL.ELSEVIER SEQUOIA, Bd. 321, Nr. 1-2, 26. Mai 
1998 (1998-05-26), Seiten 21-25, XP0041 47888 ISSN: 0040-6090 
D5: WEIR B E ET AL: 'LOW-TEMPERATURE HOMOEPITAXY ON 
Sl(111)' APPLIED PHYSICS LETTERS,US,AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS. NEW YORK, Bd. 59, Nr. 2, 8. Juli 1991 (1991-07-08), Seiten 
204-206. XP000230501 ISSN: 0003-6951 

Abschnitte VIII und V 

Die Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 6 nicht, weil die Anspriiche 
1 und 10 nicht klar sind. 

1.1 Die in dem Anspruch 1 benutzten Ausdrucke "polykristallinen und 
amorphen Schicht".''eptiktischen, einkrystallinen Anwachsschicht", sind 
vage und unklar und lassen den Leser uber die Bedeutung der 



F=onnblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02491 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



betreffenden technischen Merknnale inn Ungewissen. Dies hat zur Folge, 
da3 die Definition des Gegenstands dieses Anspruclis nicint klar ist (Artikel 
6PCT). 

Der Anspruch 1 enthalt das Hinweis, daB "oberhalb einer epitaktischen, 
einkristallinen Anwaclisschicht in einer polykristalline und/ oder amorphe 
Schicht umsclilagt". Da die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schiclit ungewiS ist, entlialt der Fachmann nur unzureichende Infomnation 
bezuglich der beanspruchten Struktur, 

In dieser Hinsicht wird auf D1 verwiesen, wo die Struktur von sowohl 
polykristallinen als auch amorphen Schichten beschrieben ist, wobei sie so 
unterschiediich sind, dafB die Struktur einer polykristallinen und amorphen 
Schicht nicht zweifelsfrei vorgestellt werden kann (vgl. Spalte 1 , Zeiien 15- 
40, Spalte 2, Zeiien 43-68 und Spalte 6, Zeiien 59-61). 

AuBerdem, aus dem Definition "einer epitaktischen, einkristallinen 
Anwachsschicht in einer polykristalline Schicht umschlagt", enthalt der 
Fachmann aus folgenden Griinden keine eindeutigen Information 
bezuglich der beanspruchten Struktur. Aus D2 ist entnommen worden, da3 
Gitterdefekten auch in hoheren Konzentrationen und in verschiedenen 
Formen und Umfang in epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht selbst 
bei einer nahezu perfekte Grenzflache vorhanden sind, siehe D2 FigurS 
und "Results and discussion" zweiten und sechsten Absatze, oder D4, 
Zusammenfassung. 

Folglich kann nicht zweifelsfrei vorgestellt werden, welche Eigenschaften 
der beanspruchten Schicht-Kombinationen haben sollte. 

1.2 Daruber hinaus wird in den nachfolgenden Absatze darauf hingewiesen, 
das diese Definitionen nicht geeignet ist, die Erfindung vom 
nachgewiesenen Stand der Technik zu unterscheiden. 
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In D2 (siehe Figur 3 und den dazugehorigen Text) ist eine Ennitter- 
Schichtstruktur fur. Si-basierende bipolar Transistoren vorveroffentlicht 
worden, die lokal eine dunnen Oxidschicht enthalt, siehe Figur 5 "broken 
interface". Die epitaktische Schicht Ist aus einer polykristallinen Scliiclit 
rekristallisiert, welche Rekristallisation in Bereicli der Grenzflache anfangt 
(siehe Seite 234, zweiter Absatz). Folglich ist anzunehmen, daB eine 
Abgrenzung zwischen der beiden Schichten vorhanden sein muB, 
zumindest bei verschiedenen Temperungen der Struktur (siehe D2 "emitter 
drive-in") oder in der Bereich der Oberflache, wo ein Ubergangsbereich zu 
einer polykristallinen oder amorphen Struktur automatisch entstehen nnuB, 
^ siehe D5, Figur 4 und den dazugehorigen Text, Art.33(2),(3) PCT. 

Im ubrigen ist auf D3 verwiesen, siehe "Results and Discussion", wobei 
eine Abgrenzung zwischen eine epitaktischen und eine polykristalline 
Schicht bei bestimmten Kontamlnationen der Grenzflache entstehen muB, 
siehe Art.33(2),(3) PCT, 

Aufgrund dieser Einwande scheint ein Erzeugnisanspruch nicht moglich, 
da die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2-4 aus D1-D4 direkt zu 
entnehmen sind. 

1 .3 Das in Anspruch 10 beanspruchten Verfahren benotlgt keinen Umschlag 
( zu polykristallinenn/amorphem Wachstum, welches in Widerspruch zum 

Erzeugnis des Anspruchs 1 steht, Art.6 POT. 

Dieser Anspruch sollte daher gestrichen werden. 

2. Das in Anspruch 4 beanspruchten Verfahren ist aus dem vorliegenden 
Stand der Technik weder bekannt noch werden sie durch ihn nahegelegt. 
Daher wird vorgeschlagen, einen neuen unabhangigen 
Verfahrensanspruch zu formulieren, siehe die Anspruche 1 und 5. 
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Abschnitt VII 

Inn Widerspmch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT warden in 
der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1,D2,D4 offenbarte 
einschlagige Stand derTechnik noch diese Dokumente angegeben. 
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Anmelder 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK... et al. 



1 . Dieser Bescheid ist der erste schriftliche Bescheld der mit der Intemationaien vorlauflgen PrOf ung beauftragte Behorde 

2. Dieser Bescheid enthSIt Angaben zu folgenden Punlcten: 

I ^ Grundlage des Bescheides 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


IS 



der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkl§rungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestinnnnte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der Intemationaien Anmeldung 



3. Der Anmelder wlrd aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen 

Wann? Slehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablaut dieser Frist bei der Behorde eine 
Verldngerung beantragen, siehe Regel 66.2 d). 

Wie? Durch Einrelchung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Anderungen 

nach Regel 66.3. Zu Fomri und Sprache der Anderungen, slehe Regein 66.8 und 66.9. 

Dazu: HInsichtlich einer zusStziichen Mdgllchkert zur Einreichung von Anderungen, slehe Regel 66.4. 

Hinsichtlich der Verpflichtung des PrQfers, Anderungen und/oder Gegenvorstellungen zu beruckslchtigen, 
siehe Regel 66.4 bis. 

Hinsichtlich einer formiosen Er5terung mit dem Prufer, siehe Regel 66.6. 
Wird keine Stellungnahme eingereicht so wind der Internationale vorlSufige Prufungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt. 

4. Der Tag, an dem der intemaitionale voriSufige Prufungsbericht 
gemaB Regel 69.2 spatestens erstellt sein muB, ist den 26/12/2001. 



Name und Postanschrifft der mit der intemationaien Prufung 

beauftragte Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx; 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter / Prufer 
Kusztelan, L 



Formalsachbeart^eiter (einschl. Fristveriangerung) 

Reddy, J 

Tel. +49 89 2399 2231 
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I. Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Besciieids als "ursprunglich 
eingereictit"): 

Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungllche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: ^ 

1-18 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internatlonale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung In schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02491 



4. 



Aufgrund der Anderungen srnd folgende Unterlagen fortgefallen: 



□ 
□ 
□ 



Beschreibung, 

Anspruche, 

Zeichnungen, 



Seiten: 



Blatt: 



Nr.: 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Puni<t 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericiit 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Anspruche 1-4 (nein) 

Erflnderische Tatigkeit (IS) Anspruche 1 -4 (nein), 5 (ja) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Anspruche 1-18 O'a) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Annneldung nach Form pder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Vlil. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: US-A-5051786 

D2: ABDUL-RAHIM A I ET AL: 'Improved control of polysilicon emitter interfacial 
oxide using a UHV-compatible LPCVD cluster tool' IEEE MTT/ED/AP/LEO 
SOCIETIES JOINT CHAPTER UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF 
IRELAND SECTION. 1997 WORKSHOP ON HIGH PERFORMANCE 
ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC 
APPLICATIONS. EDMO (CAT. NO.97TH8305), IEEE MTT/ED/AP/LEO 
SOCIETIES JOINT C, Seiten 232-236. XP0021 56028 1 997. New York. NY, 
USA, IEEE. USA ISBN: 0-7803-41 35-X 

D3: AGNELLO P D ET AL: 'CONDITIONS FOR AN OXIDE-FREE SI SURFACE 
FOR LOW-TEMPERATURE PROCESSING: STEADY-STATE BOUNDARY' 
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL 

SOCIETY,US,ELECTROCHEMICAL SOCIETY. MANCHESTER, NEW 
HAMPSHIRE, Bd. 139, Nr. 10, 1. Oktober 1992 (1992-10-01), Seiten 2929- 
2934, XP000359004 ISSN: 0013-4651 in der Anmeldung envahnt 

D4: LIPPERT G ET AL: 'Optimized processing for differentially molecular beam 
epitaxy-grown SIGe(C) devices' PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION.NUELSEVIER SEQUOIA, Bd. 321 , Nr. 1 -2, 26. Mai 
1998 (1998-05-26). Seiten 21-25, XP0041 47888 ISSN: 0040-6090 

D5: WEIRBEETAL: 'LOW-TEMPERATURE HOMOEPITAXY ON Sl(1 1 1)' 
APPLIED PHYSICS LETTERS,US.AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. 
NEW YORK, Bd. 59, Nr. 2. 8. Juli 1991 (1991-07-08), Seiten 204-206. 
XP000230501 ISSN: 0003-6951 

2. Das Dokument D1 wurde im intemationalen Recherchenbericht nicht angegeben. 
Eine Kopie des Dokuments liegt bei. 



Abschnitte VIII und V 

Die Anmeldung erfiillt die Erfordernisse des Artikels 6 nicht, well die Anspriiche 1 und 
10 nicht klar sind. 
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1.1 Die in denri Anspruch 1 benutzten Ausdrucke "polykristallinen und annorphen 
Schicht"."eptiktischen, einkrystallinen Anwachsschicht", sind vage und unklar und 
lassen den Leser uber die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im 
Ungewissen. Dies hat zur Folge, da3 die Definition des Gegenstands dieses 
Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 

Der Anspruch 1 enthalt das Hinweis, daS "oberhalb einer epitaktischen, 
einkristallinen Anwachsschicht in einer polykristalline und/oder annorphe Schicht 
umschlagt". Da die Struktur einer polykristallinen und amorphen Schicht ungewiB 
ist, enthalt der Fachnnann nur unzureichende Information bezuglich der 
( beanspruchten Struktur. 

In dieser Hinsicht wird auf D1 verwiesen, wo die Struktur von sowohl 
polykristallinen als auch amorphen Schichten beschrieben ist, wobei sie so 
unterschiedlich sind, daB die Struktur einer polykristallinen und amorphen Schicht 
nicht zweifelsfrei vorgestellt werden kann (vgl, Spalte 1, Zeilen 15-40, Spalte 2, 
Zeilen 43-68 und Spalte 6, Zeilen 59-61). 

AuBerdem, aus dem Definition "einer epitaktischen, einkristallinen 
Anwachsschicht in einer polykristalline Schicht umschlagt", enthalt der Fachmann 
aus folgenden Grunden keine eindeutigen Information bezuglich der 
beanspruchten Struktur. Aus D2 ist entnommen worden, daB Gitterdefekten auch 
in hoheren Konzentrationen und in verschiedenen Formen und Umfang in 
^ epitaktischen, einkristallinen Anwachsschicht selbst bei einer nahezu perfekte 

Grenzflache vorhanden sind, siehe D2 Figur 3 und "Results and discussion" 
zweiten und sechsten Absatze, oder D4, Zusammenfassung. 

Folglich kann nicht zweifelsfrei vorgestellt werden, welche Eigenschaften der 
beanspruchten Schicht-Kombinationen haben sollte. 

1 .2 Daruber hinaus wird in den nachfolgenden Absatze darauf hingewiesen, das 
diese Definitionen nicht geeignet ist, die Erfindung vom nachgewiesenen Stand 
der Technik zu unterscheiden. 
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In D2 (siehe Figur 3 und den dazugehortgen Text) ist eine Emitter-Schichtstruktur 
fur Si-basierende bipolar Transistoren vorveroffentlicht worden, die lokal eine 
diinnen Oxidschicht enthalt, siehe Figur 5 "broken interface". Die epitaktische 
Schicht ist aus einer polykristallinen Schicht rekristallisiert, welche Rekristallisation 
in Bereich der Grenzflache anfangt (siehe Seite 234, zweiter Absatz). Folglich ist 
anzunehmen, daB eine Abgrenzung zwischen der beiden Schichten vorhanden 
sein muB, zumindest bei verschiedenen Temperungen der Struktur (siehe D2 
"emitter drive-in") oder in der Bereich der Oberflache, wo ein Ubergangsberelch 
zu einer polykristallinen oder amorphen Struktur automatisch entstehen nnuB, 
siehe D5, Figur 4 und den dazugehorigen Text, Art.33(2),(3) PCT. 

Im ubrigen ist auf D3 verwiesen, siehe "Results and Discussion", wobei eine 
Abgrenzung zwischen eine epitaktischen und eine polykristalline Schicht bei 
bestinnmten Kontaminationen der Grenzflache entstehen muB, siehe Art.33(2),(3) 
POT. 

Aufgrund dieser Einwande scheint ein Erzeugnisanspruch nicht moglich, da die 
zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2-4 aus D1-D4 direkt zu entnehnnen sind, 

1 ,3 Das in Anspruch 10 beanspruchten Verfahren benotigt keinen Umschlag zu 
polykristallmenn/amorphenn Wachstum, welches In Widerspruch zum Erzeugnis 
des Anspruchs 1 steht, Art-6 PCT. 

Dieser Anspruch sollte daher gestrichen werden. 

2. Das in Anspruch 4 beanspruchten Verfahren ist aus dem vorliegenden Stand der 
Technik weder bekannt noch werden sie durch ihn nahegelegt. Daher wird 
vorgeschlagen, einen neuen unabhangigen Verfahrensanspruch zu formulieren, 
siehe die Anspruche 1 und 5. 

Abschnitt VII 

Inn Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 ,D2,D4 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 
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Um die Prufung von geanderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 
34(2) b) PCT zu erieichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgefuhrten An- 
derungen, unabhangig davon, ob es sich um Anderungen durch Hinzufugen, 
Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf 
welche Stellen in der ursprungiich eingereichten Anmeldung sich diese 
Anderungen stutzen (siehe auch Regel 66.8 a) PCT). 

Gegebenenfalls konnen diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der 
betreffenden Teile der ursprunglichen Anmeldung erfolgen. 
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IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DEOO/02491 


International filing date (day/month/year) 
28 juillet 2000 (28.07.00) 



1. The following indications appeared on record concerning: 

X the applicant [ [ the inventor [ | the agent the common representative 


Name and Address 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK 
FRANKFURT (ODER) GMBH 
Im Technologiepark 25 
D-15236 Frankfurt (Oder) 
Germany 


State of Nationality 
DE 


State of Residence 
DE 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. 


2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 
1 1 the person X the name the address the nationality |^ the residence 


Name and Address 

IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH 

PERFORMANCE MICROELECTRONICS/INSTITUT FUR 

INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 

Im Technologiepark 25 

D-15236 Franlcfurt (Oder) 

Germany 


State of Nationality 
DE 


State of Residence 
DE 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. 


3. Further observations, if necessary: 




4. A copy of this notification has been sent to: 
1 X| the receiving Ofiice | | the designated Offices concerned 
I 1 the International Searching Authority | X| the elected Offices concerned 
[ X| the International Preliminary Examining Authority | [ other: 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 




34. chemin des Cotombettes 


Jocelyne REY-MILLET 


1211 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No.: (41*22) 740.14.35 


Telephone No.: (41>22) 338.83.38 



Form PCT/IB/306 (March 1 994) 00440271 9 



^Copy for the Elected Offic (EO/US) ^ 
Pm I ENT cooperation TREA i r 



PCT/DEOO/02491 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

EISENFUHR, SPEISER & PARTNER 

Pacelliallee 43/45 
14195 Berlin 
ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 
. 04 septembre 2001 (04.09.01) 


Applicant's or agent" s file reference 
IHP.185.PCT 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DEOO/02491 


International filing date (day/month/year) 
28 juillet 2000 (28.07.00) 



1. The following indications appeared on record concerning: 
I I the applicant | | the inventor 



the agent | [ the common representative 



Name and Address 

HEITSCH, Wolfgang 
Europaischer Patentvertreter 
Gohlsdorfer Strasse 25 g 
D-14778 Jeserig 
Germany 


State of Nationality 


State of Residence 


Telephone No. 
033207 51138 


Facsimile No. 
033207 32898 


Teleprinter No. 


2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

X the person | | the name | | the address [ | the nationality [ | the residence 


Name and Address 

EISENFUHR, SPEISER & PARTNER 
Pacelliallee 43/45 
14195 Berlin 
Germany 


State of Nationality 


State of Residence 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary: 



4. A copy of this notification has been sent to: 
I X[ the receiving Office 
[ I the International Searching Authority 
I X[ the International Preliminary Examining Authority 



I I the designated Offices concerned 
I X| the elected Offices concerned 
I I other: 





The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

Jocelyne REY-MILLET 
Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/308 (March 1994) 



004260089 



PCT/DEOO/02491 

Pr^i'ENT COOPERATION TREA I / 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Commissioner 

US Department of Commerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Ctark Place Room 

CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 
27 August 2001 (27.08.01) 




International application Na 
PCT/DEOO/02491 


Applicant's or agent's file reference 
IHP.185.PCT 


International filing date (day/month/year) 
28 July 2000(28.07.00) 


Priority date (day/month/year) 
26 August 1999 (26.08.99) 


Applicant 

KRUGER, Dietmar et al 



1 . The designated Office is hereby notified of its election made: 

I X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

17 March 2001 (17.03.01) 



I I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X| was 

I I was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b}. 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 






34, chemin des Colombettes 


Maria KIRCHNER 




1211 Geneva 20, Switzeriand 






Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 




Form PCT/IB/331 (July 1992) 




DE0002491 



Patent cooperation treaty 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

COMMUNICATION IN CASES FOR WHICH 
NO OTHER FORM IS APPLICABLE 


To: 

Commissioner 

US Department of Commerce 

United States Patent and Trademark Office, 

PCT 

201 1 South Clark Place Room CP2/5C24 

Arlinatnn VA 99909 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 


Date of mailing \day/month/year) 

16 January 2002 (16.01.02) 


Applicant's or agent's file reference 

IHP.185.PCT 


REPLY DUE 

see paragraph 1 below 


International application No. ^^c^^-v- 


International filing date {day /month/year) 

28 July 2000 (28.07.00) 


Applicant 

IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/INSTITUT FUR 

INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 



1. Q REPLY DUE within months/days from the above date of mailing 

I ] NO REPLY DUE, however, see below 

^ IMPORTANT COMMUNICATION 

PI INFORMATION ONLY 



2. COMMUNICATION: 

Please disregard the previous form IB/310 with anJ PER that was erroneously sent to your office 
on 06 December 9nni ^^^s^^m^i^^^^^M^wA form IB/310. Sorry for any 
inconvenience this may have caused you. 



The International Bureau of WIPO 


Authorized oflicer 


34, chemin des Colombettes 


Homero HERNANDEZ 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Telephone No. (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/345 (July 1992) 



